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Halbleiterspelchervorrichtung mlt veranderbarer Kontaktbele- 
giing iind entsprechende Halbleitervorrichtxing 

Beschreibxing 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halbleiterspelcher- 
vorrichtung und eine Halbleitervorrichtung. 

Es sind Halbleiterspeichervorrichtungen bekannt , welche Kon- 
takte in Form eines Ball -Grid-Arrays (BGA) zum Kontaktieren 
mit einer Leiterplatte aufweisen. Ferner ist es bekannt, an 
einer Leiterpaltte Halbleiterspeichervorrichtungen mitt els 
einem sogenannten "clamp-shelling" symmetrisch zueinander auf 
zwei Leiterplattenseiten anzubringen. Hierdurch wird ermog- 
licht, daS mehrere Halbleiterspeichervorrichtungen eine Lei-- 
tung der Leiterplatte gemeinsam verwenden. Hierzu muS die Be- 
legung der Kontakte der zwei Halbleiterspeichervorrichtungen 
jedoch spiegelsymmetrisch sein. Bei einer grofien Anzahl nicht 
vertauschbarer Pins, z.B. Adresspins oder Kommandopins , fiihrt 
dies zu Halbleiterspeichervorrichtungen die sehr viele Kon- 
takte aufweisen, wobei ein Grofiteil der Kontakte nicht ge- 
nutzt werden kann und nur zu Symmetriezwecken vorhanden ist. 

Es ist somit eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine 
Halbleiterspelchervorrichtung und eine Halbleitervorrichtung 
bereitzustellen, die eine vorteilhafte Ausnutzung der vorhan- 
denen Ressourcen und eine einfache Handhabung der Halbleiter- 
spelchervorrichtung ermoglichen. 

Diese Aufgabe wird gelost durch eine Halbleiterspelchervor- 
richtung mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen und eine 
Halbleitervorrichtung mit den in Anspruch 11 angegebenen 
Merkmalen. Bevorzugte Ausf lihrungsf ormen sind Inhalt der ab- 
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hangigen Anspriiche. 

GemaS der Erfindung wird eine Halbleiterspeichervorrichtung 
bzw. Speicherchip bereitgestellt , umfassend einen integrier- 
ten Halbleiterspeicher und eine Anschlufivorrichtung bzw. ein 
Package , wobei 
5 die AnschluSvorrichtung umf aSt : 

ein Vielzahl von matrixartig angeordneten Kontakten, 
mittels welchen die Halbleiterspeichervorrichtung mit einer 
insbesondere zu bestiickenden Leiterplatteneinrichtung bzw. 
Platine signalverbindbar ist, wobei die Vielzahl von Kontak- 

10 ten eine erste Kontaktgruppe , deren Belegung bzw. Signalbele- 
gung nicht veranderbar ist, eine zweite Kontaktgruppe , deren 

^ Belegung bzw. Signalbelegung veranderbar ist, und einen Zu- 
ordnungskontakt bzw. Spiegel -Pin bzw. Mirror- Pin zum Empfan- 
gen eines externen Zuordnungs signals bzw. Spiegel -Signals 

15 bzw. Mirror-Signals , umfafit; und 

der integrierte Halbleiterspeicher umf aSt : 

eine Vielzahl von internen Anschlussen, wobei die Viel- 
zahl von internen Anschlussen eine erste Gruppe von internen 
Anschlussen, deren Anschliisse Kontakten der ersten Kontakt- 

2 0 gruppe der AnschluSvorrichtung zugeordnet und mit diesen si- 
gnalverbunden sind, und eine zweite Gruppe von internen An- 
schlussen, deren Anschliisse mit verschiedenen Kontakten der 

^ zweiten Kontaktgruppe der Anschlufivorrichtung signalverbind- 
bar sind, umfaSt, 

2 5 - einen ZuordnungsanschluS, welcher mit dem Zuordnungskon- 

takt der AnschluSvorrichtung in Signalverbindung steht; 

eine Signalerzeugungseinrichtung, welche mit dem Zuord- 
nungsanschluS in Signalverbindung steht, und ausgelegt ist 
zum Erzeugen eines internen Zuordnungssignals , welches zumin- 

3 0 dest zwei verschiedene Zustande annehmen kann, abhangig von 

dem liber den Zuordnungskontakt empfangenen externen Zuord- 
nungs signal , 

eine Zuordnungseinrichtung bzw. Remapping -Einhe it bzw. 
Steering-Unit , welche zwischen der zweiten Gruppe der inter- 
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nen Anschlusse und der zweiten Kontaktgruppe der AnschluSvor- 
richtung angeordnet ist und mit diesen und der Signalerzeu- 
gungseinrichtung in Signal verbindung steht, wobei die Zuord- 
nungseinrichtung ausgelegt ist zum Durchfuhren einer Zuord- 
nung zwischen den internen Anschliissen der zweiten Gruppe und 
den Kontakten der zweiten Kontaktgruppe der AnschluSvorrich- 
tung durch Herstellen elektrischer Signalverbindungen zwi- 
schen diesen in Abhangigkeit des von der Signalerzeugungsein- 
richtung erzeugten internen Zuordnungssignals . 

Hierbei wird als der integrierte Halbleiterspeicher der Sili- 
ziumchip bzw. das sog. "die" auf bzw. an welchem integrierte 
Schaltungen ausgebildet sind, als solcher betrachtet. Die An- 
schluSvorrichtung wird zum Anbringen des Halbleiterspeichers 
an eine Leiterplatteneinrichtung verwendet . Dabei werden Si- 
gnalverbindungen zwischen dem Halbleiterspeicher und dem ma- 
trixartig angeordneten Kontakten der AnschluSvorrichtung aus- 
gebildet. 

Vorl legend bedeutet der Ausdruck "Belegung" der Kontakte, dafi 
iiber den jeweiligen Kontakt eine bestimmte Art von Signal 
bzw. ein bestimmtes Signal iibertragen wird. Die Belegung ist 
nicht veranderbar, wenn eine feste Zuordnung zwischen den in- 
ternen Anschliissen des Halbleiterspeichers und den jeweiligen 
Kontakten der AnschluSvorrichtung besteht. Hingegen ist die 
Belegung veranderbar, wenn keine feste Zuordnung zwischen den 
internen Anschliissen des Halbleiterspeichers und den Kontak- 
ten der AnschluSvorrichtung besteht, d.h. daS z,B, die Bele- 
gung von zwei Kontakten intern vertauscht werden kann. Die 
Zuordnung erfolgt erst beim Betrieb der Halbleitervorrich- 
tung. Dies wird gemaS der Erfindung durch Zwischenschalten 
der Zuordnungseinrichtung ermoglicht . 

Somit kann durch geeignetes Beschalten der Zuordnungseinrich- 
tung ein und dieselbe Halbleiterspeichervorrichtung verschie- 
dene Belegungen der Kontakte haben. In der Herstellung ist es 
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somit nurmehr notig, einen Typ eines Halbleiterspeichers her- 
zustellen. Bei diesem konnen dann je nach Bedarf die Kontakte 
mit unterschiedlichen Signalen belegt werden. Es ist nicht 
notwendig, daS die Belegung der Kontakte der Halbleiterspei - 
chervorrichtung bezuglich einer der Mittelachsen der Halblei- 
terspeichervorrichtung symmetrisch ist. Somit kann die GroSe 
der Halbleiterspeichervorrichtung reduziert werden, da nahezu 
keine ungenutzten Kontakte, die zu Symmetriezwecken notwendig 
waren, mehr vorgesehen werden tniissen. 

Vorzugsweise umfaSt der integrierte Halbleiterspeicher ferner 
eine Vielzahl von auSeren Anschliissen, welche mit den Kontak- 
ten der AnschlulSvorrichtung unveranderbar signalverbunden 
sind, die internen Anschliisse der ersten Gruppe von internen 
Anschliissen sind mit den jeweiligen aufieren Anschliissen si- 
gnalverbunden, und die internen Anschliisse der zweiten Gruppe 
von internen Anschliissen sind iiber die Zuordnungseinrichtung 
mit den jeweiligen aufieren Anschliissen signalverbindbar . 

Die Belegung eines Teils der aufieren Anschliisse ist somit 
veranderbar. Innerhalb des integrierten Halbleiterspeichers 
findet das Verandern der Belegung statt. 

Bevorzugt ist die Vielzahl von aufieren Anschliissen in zumin- 
dest einer Reihe, vorzugsweise im wesentlichen mittig, auf 
dem integrierten Halbleiterspeicher angeordnet . 

Weiter bevorzugt umfafit die zweite Gruppe von internen An- 
schliissen Anschliisse, auf die schnell zugegriffen werden 
soil, vorzugsweise Adressierungsanschliisse , Clockanschliisse 
und/oder Kommandoanschliisse . 

Die Kontakte der AnschluSvorrichtung, welche mit dieser Art 
von Anschliissen verbunden sind miissen jeweils an einer be- 
stimmten Position beziiglich der Leiterplatteneinrichtung, an 
welche der Halbleiterspeicher befestigt wird, vorgesehen 
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sein. Die erf indungsgemalSe Halbleiterspeichervorrichtung er- 
moglicht es somit, diese Art von Anschlussen jeweils mit den 
benotigten Kontakten zu verbinden. 

5 In einer bevorzugten Ausf lihrungsf orm ist die Signalerzeu- 

gungseinrichtung ausgelegt, ein internes Zuordnungssignal mit 
zwei verschiedenen Zustanden zu erzeugen, wobei 

wenn das interne Zuordnungssignal den ersten Zustand an- 
nimmt, die Belegung der Kontakte der zweiten Kontaktgruppe 
10 der AnschluSvorrichtung eine vorbestimmbare erste Belegung 
annimmt , und 

wenn das interne Zuordnungssignal den zweiten Zustand 
annimmt, die Belegung der Kontakte der zweiten Kontaktgruppe 
■~ der AnschluSvorrichtung im wesentlichen der entlang der 

15 Langsmittelachse oder Quermittelachse der Halbleiterspeicher- 
vorrichtung gespiegelten ersten Belegung entspricht . 

Dadurch ist es moglich, Halbleiterspeichervorrichtungen be- - 
reitzustellen, die eine Belegung der Kontakte der AnschluS- 
2 0 vorrichtung aufweisen, die zumindest teilweise zueinander 
spiegelsymmetrisch sind. Es wird somit ermoglicht, das nur 
eine Art von Halbleiterspeichervorrichtung hergestellt werden 
muS, jedoch beim Bestucken der Halbleiterspeichervorrichtung 
unterschiedliche Belegungen der Kontakte der Anschlufivorrich- 
^1^5 tung erreichbar sind und somit nur eine Art von Halbleiter- 
^'"^ speichervorrichtung verwendet werden muS. Somit kann auch die 

AusschuSrate der bestiickten Lef terplatten reduziert werden. 

In einer weiteren bevorzugten Ausf lihrungs form ist die Si- 
30 gnalerzeugungseinrichtung ausgelegt, ein internes Zuordnungs- 
signal mit drei verschiedenen Zustanden zu erzeugen und wenn 
das interne Zuordnungssignal den dritten Zustand annimmt, die 
Belegung der Kontakte der zweiten Kontaktgruppe der AnschluJS- 
vorrichtung im wesentlichen der entlang der anderen Mitte- 
35 lachse der Halbleiterspeichervorrichtung als im zweiten Zu- 
stand gespiegelten ersten Belegung entspricht. 
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In einer weiteren bevorzugten Ausf uhrungsf orm ist die Si- 
gnalerzeugungseinrichtung ausgelegt, ein internes Zuordnungs- 
signal mit vier verschiedenen Zustanden zu erzeugen und wenn 
5 das interne Zuordnungs signal den vierten Zustand annimmt, die 
Belegung der Kontakte der zweiten Kontaktgruppe der AnschluS- 
vorrichtung im wesentlichen der entlang der Langsmittelachse 
und Quermittelachse der Halbleiterspeichervorrichtung gespie- 
gelten ersten Belegung entspricht . 

10 

Vorzugsweise sind die Kontakte der AnschluSvorrichtung als 
ein Ball -Grid-Array ausgebildet, 

Bevorzugt umfafit die Zuordnungseinrichtung Logikgatter. 

15 

Weiter bevorzugt sind die Kontakte der zweiten Kontaktgruppe 
im wesentlichen symmetrisch zu Langsmittelsachse und/oder 
Quermittelachse der Halbleiterspeichervorrichtung angeordnet*. 



20 Vorzugsweise werden die zwischen den internen Anschlussen des 
integrierten Halbleiterspeichers und den Kontakten der An- 
schluSvorrichtung zu iibertragenden Signale durch die Ubertra- 
gung im wesentlichen nicht verandert . Jedoch konnen die Si- 
gnale die Signale aufbereitet, z.B. verstarkt werden. 

^.5 



GemaS der Erfindung wird ferner einen Halbleitervorrichtung 
bereitgestellt , umfassend zumindest zwei Halbleiterspeicher- 
vorrichtungen gemaS der vorliegenden Erfindung oder einer be- 
vorzugten Ausf uhrungsf orm davon und eine Leiterplattenein- 
3 0 richtung, wobei 

die zwei Halbleiterspeichervorrichtungen auf entgegenge- 
setzten Seiten der Leiterplatteneinrichtung einander im we- 
sentlichen gegeniiberl legend angeordnet sind, und 

die Leiterplatteneinrichtung zumindest einen Zuordnungs - 
35 versorgungsanschluS, welcher mit dem Zuordnungskontakt einer 
Halbleiterspeichervorrichtung signal verbindbar ist, umfaSt . 
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Vorzugsweise ist die Halbleitervorrichtung derart ausgestal- 
tet, dafi beim Betrieb der Halbleitervorrichtung 

der Zuordnungskontakt der ersten Halbleiterspeichervor- 
richtung nicht mit der Leiterplatteneinrichtung in Signalver- 
bindung steht und das interne Zuordnungs signal der ersten 
Halbleiterspeichervorrichtung den ersten Zustand annimmt, und 

der Zuordnungskontakt der zweiten Halbleiterspeichervor- 
richtung mit einem vorbestimmten Zuordnungsversorgungsan- 
schluS der Leiterplatteneinrichtung in Signalverbindung steht 
und das interne Zuordnungssignal der zweiten Halbleiterspei- 
chervorrichtung den zweiten Zustand annimmt . 

Somit wird es ermoglicht, daS zwei in der Produktion identi- 
sche Halbleitervorrichtungen in einer Clamp - Shel 1 -Anordnung 
mit einer Leiterplatteneinrichtung verwendet werden konnen. 

Die erste Halbleiterspeichervorrichtung wird beim Bestiicken • 
der Leiterplatteneinrichtung mit der "richtigen Orientierung" 
auf der ersten Seite der Leiterplatteneinrichtung angeordnet 
und befestigt. Beim Anbringen der Halbleiterspeichervorrich- 
tung mussen die Kontakte der Halbleiterspeichervorrichtung 
deckungsgleich mit den Anschliissen der Leiterplatteneinrich- 
tung angeordnet werden. Hierbei ist es jedoch moglich, daS 
die Halbleiterspeichearvorrichtung "richtig herum" , d,h. mit 
der richtigen Orientierung, oder "falsch herum" bzw. "auf dem 
Kopf", d.h. mit der falschen Orientierung, angeordnet werden. 
In der Kegel weisen Halbleiterspeichervorrichtungen eine Mar- 
kierung auf, um eine richtige Orientierung sicherzustellen. 

Hierbei wird der Zuordnungskontakt der ersten Halbleiterspei- 
chervorrichtung nicht mit der Leiterplatteneinrichtung kon- 
taktiert, er "floatet". Das Zuordnungssignal der ersten Halb- 
leiterspeichervorrichtung nimmt den ersten Zustand an und die 
Belegung der Kontakte der Halbleiterspeichervorrichtung ist 
die erste Belegung. 
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Die zweite Halbleiterspeichervorrichtung wird auf der anderen 
Seite der Leiterplatteneinrichtung mit der richtigen Orien- 
tierung positioniert . Hierbei wird der Zuordnungsversorgungs- 
5 anschluS der Leiterplatteneinrichtung in Signal verbindung ge- 
bracht mit dem Zuordnungskontakt der zweiten Halbleiterspei- 
chervorrichtung. Das Zuordnungs signal der zweiten Halbleiter- 
speichervorrichtung nimmt den zweiten Zustand an, wobei die 
Belegung der zweiten Kontaktgruppe nun entlang der Langsmit- 
10 telachse oder Quermittelachse der Halbleiterspeichervorrich- 
tung beziiglich der Belegung der ersten Halbleiterspeicheirvor- 
richtung ausgebildet wird. Somit wird eine Clamp-Shell - 
Anordnung ermogl icht , 

15 Bevorzugt umfafit die Leiterplatteneinrichtung zumindest zwei 
Zuordnungsversorgungsanschliisse, welche mit dem Zuordnungs- 
kontakt einer Halbleiterspeichervorrichtung signal verbindbar 
sind, und abhangig davon, mit welchem Zuordnungsversorgungs-- ; 
anschluS der Leiterplatteneinrichtung der Zuordnungskontakt 

2 0 der zweiten Halbleiterspeichervorrichtung in Signalverbindung 
steht, nimmt das interne Zuordnungs signal der zweiten Halb- 
leiterspeichervorrichtung den zweiten oder dritten Zustand 
an. 

^^1^5 In dieser Ausf uhrungsf orm muS nur die erste Halbleiterspei- 
chervorrichtung in der richtigen Orient ierung beziiglich der 
Leiterplatteneinrichtung angeordnet werden. Die zweite Halb- 
leiterspeichervorrichtung kann "richtig orient iert" oder 
"falsch orientiert" angeordnet werden, d.h. fur beide Orien- 
30 tierungen wird jeweils die richtige Belegung der Kontakte der 
zweiten Halbleiterspeichervorrichtung ermoglicht. 

In einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm ist die Halbleitervor- 
richtung derart ausgestaltet , dafi 
35 - die Leiterplatteneinrichtung zumindest vier Zuordnungs- 
versorgungsanschlusse umf aSt ; 
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der Zuordnungskontakt der ersten und zweiten Halbleiter- 
speichervorrichtung mit jeweils einem vorbestimmten Zuord- 
nungsversorgungsanschluS der Leiterplatteneinrichtung in Si- 
gnalverbindung steht; und 

- abhangig davon, mit welchem ZuordnungsversorgungsanschluS 
der Leiterplatteneinrichtung der Zuordnungskontakt der zwei- 
ten Halbleiterspeichervorrichtung in Signalverbindung steht, 
das interne Zuordnungs signal der zweiten Halbleiterspeicher- 
vorrichtung den zweiten oder dritten Zustand annimmt und das 
interne Zuordnungs signal der ersten Halbleiterspeichervor- 
richtung den ersten oder vierten Zustand annimmt . 

In dieser Ausf lihrungsf orm konnen beide Halbleiterspeichervor- 
richtungen "beliebig" orient iert werden. Hierbei muS jedoch 
auch der Zuordnungskontakt der ersten Halbleiterspeichervor- 
richtung mit einem ZuordnungsversorgungsanschluS der Leiter- 
platteneinrichtung in Signalverbindung gebracht werden. Es 
wird " automat isch" die passende Belegung der Kontakte der 
Halbleiterspeichervorrichtung ausgebildet . 

Weitere Aufgaben, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Er- 
findung werden aus der beispielhaf ten Beschreibung einer be- 
vorzugten Ausf lihrungs form mit Bezug auf die Zeichnungen er- 
sichtlich. 

Figur 1 zeigt eine schematische Seitenansicht einer erfin- 
dungsgemaSen Halbleitervorrichtung; 

Figuren 2A und 2B zeigen schematische teilweise Ansichten der 
Flachenseiten einer Leiterplatteneinrichtung gemaS der vor- 
liegenden Erfindung; 

Figur 3 zeigt eine schematische Querschnittansicht einer er- 
f indungsgemaSen Halbleiterspeichervorrichtung; 

Figur 4 zeigt eine schematische Ansicht eines integrierten 
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Halbleiters einer erf indungsgemaSen Halbleiterspeichervor- 
richtung; 

Figuren 5A-5D zeigen schematische Ansichten der Belegung der 
5 Kontakte einer erf indungsgemafien AnschluSvorrichtung . 

Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung einer ersten Aus- 
f lihrungsf orm einer Signalerzeugungseinrichtung einer erfin- 
dungsgemafien Halbleiterspeichervorrichtung; 

10 

Figur 7A zeigt eine schematische Ansicht einer ersten Ausfiih- 
rungsform einer Zuordnungseinrichtung einer erf indungsgemafien 
Halbleiterspeichervorrichtung ; 




15 Figur 7B zeigt eine Detailansicht eines Teils der Zuordnungs- 
einrichtung von Fig. 7A; 

Figur 8 zeigt eine schematische Darstellung einer zweiten 
Ausf uhrungsf orm einer Signalerzeugungseinrichtung einer er- 
2 0 f indungsgemaSen Halbleiterspeichervorrichtung; 

Figur 9 zeigt eine Detailansicht eines Teils einer Zuord- 
nungseinrichtung gemaS einer zweiten Ausf uhrungsf orm der Er- 
f indung; 

Figur 10 zeigt eine schematische Darstellung einer dritten 
Ausf uhrungsf orm einer Signalerzeugungseinrichtung einer er- 
f indungsgemafien Halbleiterspeichervorrichtung; 

30 Figur 11 zeigt einen Spannungsteiler gemaS der dritten Aus- 
f uhrungsf orm der Erf indung; und 



35 



Figur 12 zeigt eine Detailansicht eines Teils einer Zuord- 
nungseinrichtung gemaS einer dritten Ausf uhrungsf orm der Er- 
f indung . 
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GemaS der Erfindung wird eine Halbleiterspeichervorrichtung 
bereitgestellt , bei welcher die Belegung der AnschluSkontakte 
bzw. das sog "pin-out" beim Betrieb zumindest teilweise ver- 
anderbar ist . Dies wird intern in der Halbleiterspeichervor- 
richtung durchgefuhrt , wenn ein entsprechendes Signal von Au- 
15en empfangen wird. 

Nachfolgend warden bevorzugte Ausf uhrungsf ormen der erfin- 
dungsgemafien Halbleitervorrichtung 10 und deren Elemente Be- 
zug auf die Figuren im Detail beschrieben. 

Figur 1 zeigt eine schematische Seitenansicht einer erfin- 
dungsgemaSen Halbleitervorrichtung 10. Die erf indungsgemaSe 
Halbleitervorrichtung 10 umfaSt eine Leiterplatteneinrichtung 
12 und zumindest zwei Halbleiterspeichervorrichtungen 14. Je 
eine Halbleiterspeichervorrichtung 14 ist an einer Seite der 
Leiterplatteneinrichtung 12 angeordnet und mit dieser signal- 
verbunden. Die Halbleiterspeichervorrichtungen 14 sind in ei- 
ner sogenannten "clamp- shell- Anordnung" an der Leiterplatten- 
einrichtung 12 angeordnet. Hierbei liegen sich die Halblei- 
terspeichervorrichtungen 14 an der ersten und zweiten Seite 
der Leiterplatteneinrichtung 12 im wesentlichen symmetrisch 
gegeniiber . 

Bezugnehmend auf Figuren 2A und 2B wird die Leiterplattenein- 
richtung 12 naher beschrieben. 

Figuren 2A und 2B zeigen schematische Ansichten der Flachen- 
seiten einer Leiterplatteneinrichtung gemaS der vorliegenden 
Erfindung. Hierbei ist jeweils nur ein Ausschnitt der ersten 
und zweiten Seite der Leiterplatteneinrichtung 12 zu sehen. 
Der sichtbare Ausschnitt ist jeweils ein Abschnitt der Lei- 
terplatteneinrichtung 12, an welchem eine Halbleiterspeicher- 
vorrichtung 14 angeordnet werden soil. Das schwarze Dreieck 
markiert jeweils die selbe imaginare Kante des jeweiligen Ab- 
schnitts der Leiterplatteneinrichtung 12 . 
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Die mit den Buchstaben A bis H, Ml bis M4 und X markierten 
Stellen reprasentieren Anschliisse bzw. Pins der Leiterplat- 
teneinrichtung 12, an welche eine spater beschriebene Halb- 
5 leiterspeichervorrichtung 14 angeschlossen werden kann. Hier- 
bei bezeichnen die Buchstaben die Belegung der Anschliisse, 
d.h. welche Signale iiber den AnschluS libertragen werden sol- 
len. Hierbei sind die Anschliisse A bis H z.B. Adressierungs- , 
Kommando- oder Clock-Anschliisse . Anschliisse X sind z.B. Da- 

10 tenanschliisse . Ml bis M4 sind Zuordnungsversorgungsanschliis- 
se, mittels welcher ein spater beschriebenes externes Zuord- 
nungssignal an die Halbleiterspeichervorrichtung 14 iibertra- 
gen wird. Erf indungsgemaS muS zumindest ein Zuordnungsversor- 
gungsanschlufi M1-M4 je zwei gegeniiberliegenden Halbleiter- 

15 speichervorrichtungen 14 vorgesehen sein. 

Bei der clamp-shell -Anordnung werden iiber manche Leitungen 
der Leiterplatteneinrichtung 12 Signale fiir zwei an jeweils - 
entgegengesetzten Seiten der Leiterplatteneinrichtung 12 an- 

2 0 geordnete Halbleiterspeichervorrichtungen 14 iibertragen. Dies 
sind bevorzugt Adressierungs- , Kommando- oder Clock-Signale, 
welche iiber die Anschliisse A-H an eine angeschlossene Halb- 
leiterspeichervorrichtung 14 iibertragen werden. Urn einen si- 
cheren Betrieb zu ermoglichen, sollen die Signalwege dieser 
Signale moglichst gleich sein. Somit ist es vorteilhaft, wenn 
die Anschliisse A-H an den zwei Seiten der Leiterplattenein- 
richtung 12 zueinander spiegelsymmetrisch beziiglich der Lei- 
terplatteneinrichtung 12 angeordnet sind. Eine schematische 
Anordnung bzw. Belegung der Anschliisse der beiden Seiten der 

30 Leiterplatteneinrichtung 12 zu Beispielzwecken ist in Figuren 
2A und 2B zu sehen. 

Eine Halbleiterspeichervorrichtung 14 gemafi einer bevorzugten 
Ausfiihrungsf orm der vorliegenden Erfindung ist in Figur 3 ge- 
35 zeigt . 
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Die erf indungsgemaSe Halbleiterspeichervorrichtung 14 umfaSt 
eine AnschluSvorrichtung 16 und eine integrierten Halbleiter- 
speicher bzw. Siliziumchip 18, an welchem integrierte Schalt- 
kreise ausgebildet sind. 

Die AnschluSvorrichtung 16 umfaSt eine Vielzahl von Kontakten 
20 mittels welcher die Halbleiterspeichervorrichtung 14 an 
eine Leiterplatteneinrichtung 12 befestigt werden kann und 
iiber welche Signale ubertragen werden konnen. Die Kontakte 2 0 
sind matrixartig bzw. rasterf ormig, vorzugsweise in Form ei- 
nes sog. "ball grid array" (BGA) , an einer Flachenseite der 
Halbleiterspeichervorrichtung 14 ausgebildet. Hierbei sind 
die Kontakte 20 bevorzugt Lotpunkte bzw. BGA-Balls. 

Figur 4 zeigt eine schematische Ansicht eines integrierten 
Halbleiterspeichers 18 einer erf indungsgemaSen Halbleiter- 
speichervorrichtung 14 - 

Der integrierte Halbleiter 18 weist eine Vielzahl von inter- 
nen Anschlussen 22 und externen bzw. auSeren Anschlussen 24 
auf . Die internen Anschliisse 22 werden hierbei in zwei Grup- 
pen aufgeteilt, eine erste Gruppe I und eine zweite Gruppe 
II. Die internen Anschliisse 22 der Gruppe I sind fest mit ei- 
nem jeweiligen auSeren AnschluS 24 signalverbunden. Hierbei 
kann zwischen dem internen Anschlufi 22 der Gruppe I und dem 
jeweiligen auSeren AnschluS 24 ferner eine nicht dargestellte 
Verstarkungsreinrichtung vorgesehen sein. Hierdurch kann das 
Signal beispielsweise aufbereitet werden. 

Zwischen den internen Anschlussen 22 der zweiten Gruppe II 
und den jeweiligen auSeren Anschlussen 24 ist gemaS der vor- 
liegenden Erfindung eine Zuordnungseinrichtung 2 6 vorgesehen. 
Die Zuordnungseinrichtung 2 6 ermoglicht eine veranderbare Zu- 
ordnung der internen Anschliisse 22 der Gruppe II zu den je- 
weiligen auSeren Anschlussen 24. Die Funktionsweise der Zu- 
ordnungseinrichtung 26 wird spater im Detail beschrieben. 
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Der integrierte Halbleiterspeicher 18 umfaSt ferner eine in 
Figuren 3 und 4 nicht gezeigte Signalerzeugungseinrichtung . 
Mittels dieser wird aus einem externen Zuordnungs signal ein 
5 internes Zuordnungs signal erzeugt, welches ein logisches Si- 
gnal mit zumindest zwei Zustanden ist. Das interne Zuord- 
nungssignal wird der Zuordnungseinrichtung 26 zugef lihrt . Die 
Funktionsweise der Signalerzeugungseinrichtung wird spater im 
Detail beschrieben. 

10 

Ein auSerer AnschluS 24 ist als ein ZuordnungsanschluS 30 
ausgebildet, welcher ein iibertragenes externes Zuordnungs - 
signal empfangen und zu der Signalerzeugungseinrichtung wei- 
terleiten kann. Es konnen jedoch auch mehrere aufiere An- 
15 schlusse 24 als ZuordnungsanschluS 30 vorgesehen sein. 

Die aulSeren Anschliisse 24 sind mittels sog, Bond-Drahten 28 
mit der Anschlufivorrichtung 16 und uber nicht gezeigte inter- - 
ne Leitungen der AnschluSvorrichtung 16 mit den Kontakten 20 

2 0 signal verbunden (Figur 3) . 

Wenn eine Halbleiterspeichervorrichtung 14 an eine Leiter- 
platteneinrichtung 12 angebracht werden soil, mussen die Kon- 
takte 2 0 der AnschluSvorrichtung 16 eine zu der Belegung der 
^^^5 Anschliisse der Leiterplatteneinrichtung 12 passende Belegung 
aufweisen. Hierbei muS die Belegung einer an die in Figur 2A 
gezeigte Seite der Leiterplatteneinrichtung 12 anzuordnenden 
Halbleiterspeichervorrichtung 14 verschieden sein von der Be- 
legung einer an die in Figur 2B gezeigte Seite der Leiter- 

3 0 platteneinrichtung 12 anzuordnenden Halbleiterspeichervor- 

richtung 14 sein. 

Die erf indungsgemaSe Halbleiterspeichervorrichtung 14 ermog- 
licht es, die Belegung zumindest eines Teils der Kontakte 20 
35 zu verandern. Dies wird ermoglicht durch die Zuordnungsein- 
richtung 26, welche eine Veranderung der Belegung der auSeren 
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Anschlusse 24 ermoglicht, die wiederum mit den Kontakten 20 
verbunden sind. 

Figuren 5A-5D zeigen schematische Ansichten von verschiedenen 
Belegungen der Kontakte 2 0 einer erf indungsgemaSen AnschluS- 
vorrichtung 16. Das schwarze Dreieck markiert hierbei jeweils 
die selbe Kante der AnschluSvorrichtung 16. Die Buchstaben 
bezeichnen jeweils die Belegung der Kontakte 20, d.h. welche 
Signale iiber den jeweiligen Kontakt 20 ubertragen werden sol- 
len. 

Figuren 5B-5D zeigen beziiglich Figur 5A zumindest teilweise 
gespiegelte und diese entsprechende AnschluSvorrichtungen 16. 
Aus diesem Grund wird lediglich die in Figur 5A gezeigte An- 
schluSvorrichtung 16 im Detail beschrieben. 

Die Kontakte 20 der AnschluSvorrichtung 16 umfassen eine er- 
ste Kontaktgruppe Kl deren Belegung nicht veranderbar ist und 
eine zweite Kontaktgruppe K2 deren Belegung veranderbar ist. 
Die Kontaktgruppe K2 umfaSt ferner einen Zuordnungs kontakt 
44, liber welchen ein externes Zuordnungsignal M_ext von der 
Leiterplatteneinrichtung 12 empfangen werden kann. Der Zuord- 
nungskontakt 44 steht in Signalverbindung mit dem Zuordnungs - 
anschluS 30 der Halbleiterspeichervorrichtung 14. 

Figur 5A zeigt eine Belegung, die zu der Belegung der An- 
schlusse der Leiterplatteneinrichtung 12 von Figur 2A palSt, 
wenn die Halbleiterspeichervorrichtung 14 an der entsprechen- 
den Seite der Leiterplatteneinrichtung 12 angeordnet wird und 
die mit den schwarzen Dreieck markierten Kanten libereinstim- 
men. Diese Belegung wird nachfolgend als Ausgangsbelegung be- 
zeichnet . 

Die in den Figuren 5B-5C gezeigten Belegungen konnen durch 
die erf indungsgemafie Halbleiterspeichervorrichtung 14 reali- 
siert werden, wenn ein entsprechendes Zuordnungsignal M_ext 
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iiber den Zuordnungskontakt 44 empfangen wird. 

Die in Figur 5C gezeigte Belegung pafit zu der in Figur 2B ge- 
zeigten Belegung der zweiten Seite der Leiterplatteneinrich- 
tung 12, wenn die mit den schwarzen Dreieck markierten Kanten 
ubereinstimmen. Die Belegung von Figur 2C ist hinsichtlich 
der Belegung der mit A-H bezeichneten Kontakte 2 0 zu der Be- 
legung von Figur 2A spiegelsymmetrisch beziiglich der Achse A- 
A. 

Die in Figur 5B gezeigte Belegung pafit zu der in Figur 2B ge- 
zeigten Belegung, wenn die mit den schwarzen Dreieck markier- 
ten Kanten sich gegenuberliegen. Die Belegung von Figur 2B 
ist hinsichtlich der Belegung der mit A-H bezeichneten Kon- 
takte 2 0 zu der Belegung von Figur 2A spiegelsymmetrisch be- 
ziiglich der Achse B-B, Bezuglich der Belegung von Figur 5C 
ist diese urn 180 Grad gedreht . 

Im folgenden wird angenommen, dafi wenn die Halbleiterspei- 
chervorrichtung 14 kein externes Zuordnungssignal empfangt, 
die Ausgangsbelegung von Figur 5A vorhanden ist- Es ist je- 
doch ebenfalls denkbar, daS ein externes Zuordnungssignal zu- 
gefiihrt werden mulS, um hier eine Belegung durchzufuhren. 

Wenn die Halbleiterspeichervorrichtung 14 ein bestimmtes ex- 
ternes Zuordnungssignal M_ext liber den mit M bezeichneten Zu- 
ordnungskontakt 44 empfangt, kann die Belegung entsprechend 
verandert werden. 

GemaS einer ersten Ausf lihrungsf orm der vorliegenden Erfindung 
konnen zwei verschiedene Belegungen der Kontakte 20 reali- 
siert werden. Dies konnen z.B. zum einen die in Figur 5A ge- 
zeigte Belegung und die in Figur 5B oder Figur 5C gezeigte 
Belegung, d.h. ein entlang der Achse A-A oder B-B gespiegelte 
Belegung, sein. Hierzu werden zwei verschiedene externe Zu- 
ordnungssignal e M_ext benotigt- Hierbei wird das Zufuhren 
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keines Signals bzw. das Nicht-Kontaktieren des Zuordnungskon- 
takts 44 als ein externes Zuordnungs signal betrachtet. 

Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung einer ersten Aus- 
fiihrungsf orm einer Signalerzeugungseinrichtung 32 einer er- 
f indungsgemaSen Halbleiterspeichervorrichtung 14 . 

Die Signalerzeugungseinrichtung 32 umfaSt gemaS der ersten 
Ausfiihrungsf orm der vorliegenden Erfindung einen Widerstand R 
und eine Vergleichseinrichtung 34. Die Vergleichseinrichtung 
34 umfaSt einen ersten Eingang 36, einen zweiten Eingang 3 8 
und einen Ausgang 40, an welchem ein internes Zuordnungs- 
signal M_int ausgegeben wird. Die Vergleichseinrichtung 34 
vergleicht im wesentlichen die an den Eingangen 36 und 38 an- 
liegenden Spannungen. 1st die am ersten Eingang 36 anliegende 
Spannung groSer als die am zweiten Eingang 3 8 anliegende 
Spannung, wird am Ausgang 40 das logische Signal "1" ausgege- 
ben. 1st hingegen die am ersten Eingang 36 anliegende Span- ■ 
nung kleiner als die am zweiten Eingang 38 anliegende Span- 
nung, wird am Ausgang 4 0 das logische Signal "0" ausgegeben. 

Der erste Eingang 3 6 ist uber den Widerstand mit einer Span- 
nung VDD, welche vorzugsweise die Versorgungs spannung ist, 
beauf schlagt . Der weiteren ist der erste Eingang 36 mit dem 
ZuordnungsanschluS 30, uber welchen das externe Zuordnungs- 
signal M_ext libertragen wird, verbunden. Der zweite Eingang 
38 ist mit einer Spannung VDD/2 beauf schlagt . 

Wenn an den ZuordnungsanschluS 3 0 keine Spannung angelegt 
wird, "floatet" der Eingang 36 nach VDD, Es wird somit als 
M_int eine "1" ausgegeben. Wenn liber den ZuordnungsanschluS 
3 0 ein Spannung, bevorzugt Ground (GND) , ubertragen wird, 
wird als M_int eine "0" ausgegeben. Die M_int in Abhangigkeit 
von M__ext ist in der nachf olgenden Tabelle 1 dargestellt. 



M_ext 


M_int 
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1 


GND 


0 



Tabelle 1 



Figur 7A zeigt eine schematische Ansicht einer ersten Ausfuh- 
rungsform einer Zuordnungseinrichtung 26 einer erf indungsge- 
maEen Halbleiterspeichervorrichtung 14 . Figur 7B zeigt eine 
Detailansicht eines Teils der Zuordnungseinrichtung 26 von 
Fig. 7A. 

Die Zuordnungseinrichtung 2 6 gemafi der ersten Ausf lihrungsf orm 
umfafit eine Vielzahl der in Figur 7B dargestellten Gatter 42. 
Wie der Tabelle in Figur 7B zu entnehmen ist, wird, wenn 
M_int "1" ist, das an einem ersten Eingang anliegenden Signal 
"S" und, wenn M_int "0" ist, das an einem zweiten Eingang an- 
liegenden Signal "S_R" ausgegeben. Das Signal "S" kann bei- 
spielsweise ein Signal der Belegung gemaS Figur 5A sein. Hin- 
gegen kann das Signal '*S_R" ein Signal der Belegung gemafi Fi- 
gur 5B Oder 5C sein. 

Wie aus Figur 7A ersichtlich, sind jeweils zwei interne An- 
schlusse 22 liber zwei Gatter 42 mit zwei auSeren Anschliissen 
24 verbunden. Somit konnen jeweils zwei Signalbelegungen mit- 
einander vertauscht warden. Gemafi Figur 7A kann z.B. an dem 
aufieren AnschluS 24 der mit "outl" bezeichnet ist, das Signal 
A Oder B ausgegeben werden. An dem mit "out2" bezeichneten 
aufieren AnschluS 24 wird dann das jeweils andere Signal, d.h, 
B Oder A, ausgegeben. 

Somit konnen die Belegungen gemaS Figuren 5A und 5B reali- 
siert werden. Bei einer entsprechenden Veranderung der Bele- 
gung der internen Anschliisse 22, konnten die Belegungen gemaS 
Figuren 5A und 5C realisiert werden. 
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Nachfolgend wird das Bestucken einer Halbleitervorrichtung 10 
gemafi der erst en Ausf uhrungsf orm beschrieben. 

Beim Bestucken der Leiterplatteneinrichtung 12 mit den Halb- 
leiterspeichervorrichtungen 14 wird zunachst die erste Halb- 
leiterspeichervorrichtung 14 an der ersten Seite der Leiter- 
platteneinrichtung 12 befestigt bzw. kontaktiert . Die Halb- 
leiterspeichervorrichtungen 14 ist hierbei beziiglich der Lei- 
terplatteneinrichtung 12 richtig orient iert, d.h. die mit 
dem schwarzen Dreieck markierten Kanten liegen im wesentli- 
chen aufeinander. Hierbei wird der Zuordnungskontakt 44 der 
ersten Halbleiterspeichervorrichtung 14 nicht mit der Leiter- 
platteneinrichtung 12 kontaktiert. Somit weist die erste 
Halbleiterspeichervorrichtung 14 die Ausgangsbelegung auf . 

Die zweite Halbleiterspeichervorrichtung 14 wird ebenfalls 
mit der richtigen Orient ierung an der zweiten Seite der Lei- 
terplatteneinrichtung 12 befestigt bzw. kontaktiert. Hierbei- 
kann je nach Ausgestaltung der Leiterplatteneinrichtung 12, 
d.h. abhangig davon, ob der Zuordnungsversorgungsanschlufi bei 
M3 Oder M4 angeordnet ist, eine Halbleiterspeichervorrichtung 
14 verwendet werden, bei welcher die Belegung entweder an der 
Achse A-A oder B-B von Figur 5A gespiegelt wird. 

Dies bedeutet, wenn der ZuordnungsversorgungsanschluS M3 vor- 
handen ist, wird vorzugsweise eine Halbleiterspeichervorrich- 
tung 14 verwendet, bei welcher die Belegung an der Achse A-A 
gespiegelt werden kann und eine Belegung gemaS Figur 5C rea- 
lisieren kann. Hierbei wird die Halbleiterspeichervorrichtung 
14 derart orient iert, daS die mit den schwarzen Dreiecken 
markierten Kanten im wesentlichen auf einanderliegen. Wenn 
hingegen der ZuordnungsversorgungsanschluS M4 vorhanden ist, 
wird vorzugsweise eine Halbleiterspeichervorrichtung 14 ver- 
wendet, bei welcher die Belegung an der Achse B-B gespiegelt 
werden kann und eine Belegung gemaS Figur 5B realisieren 
kann. Hierbei wird die Halbleiterspeichervorrichtung 14 der- 
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art orientiert, daS die mit den schwarzen Dreiecken markier- 
ten Kanten sich im wesentlichen gegeniiberliegen. 

Der Zuordnungkontakt 44 der zweiten Halbleiterspeicheirvor- 
richtung 14 wird mit dem ZuordnungsversorgungsanschluS der 
Leiterplatteneinrichtung 12 kontaktiert. Beim Betrieb der 
Halbleitervorrichtung 10 liegt dann an dem Zuordnungkontakt 
44 der zweiten Halbleiterspeichervorrichtung 14 eine von VDD 
verschiedene Spannung, vorzugsweise Ground (GND) an. Somit 
weist die Halbleiterspeicherv^orrichtung 14 eine zu der Aus- 
gangsbelegung veranderte Belegung auf . 

Somit kann das Bestiicken der Halbleitervorrichtung 10 bedeu- 
tend vereinfacht werden. Es muS nur ein Typ einer Halbleiter- 
vorrichtung 10 vorgesehen werden. 

GemaS einer zweiten Ausf uhrungsf orm der vorliegenden Erf in- 
dung konnen drei verschiedene Belegungen der Kontakte 2 0 rea^ 
lisiert werden. Dies sind z.B. die in den Figuren 5A-5C ge- 
zeigten Belegungen. 

Figur 8 zeigt eine schematische Darstellung einer Signaler- 
zeugungseinrichtung einer erf indungsgemaSen Halbleiterspei- 
chervorrichtung gemaS der zweiten Ausf uhrungsf orm. 

Die Signalerzeugungseinrichtung 52 gemaS der zweiten Ausfiih- 
rungsform der vorliegenden Erfindung umfaSt sechs Widerstande 
R, eine erste Vergleicheinrichtung 54 und eine zweite Ver- 
gleicheinrichtung 62. Die Vergleicheinrichtungen 54 und 62 
haben die selbe Funktionsweise wie die Vergleicheinrichtung 
34 gemaS der ersten Ausf uhrungsf orm. Die Vergleicheinrichtun- 
gen 54 bzw. 62 weisen jeweils einen ersten Eingang 56 bzw. 
64, einen zweiten Eingang 58 bzw. 66 und einen Ausgang 60 
bzw. 68 zum Ausgeben eines Signals Ml_int bzw. M2_int, auf. 
Das interne Zuordnungs signal wird in dieser Ausf uhrungsf orm 
durch die beiden Signale Ml_int und M2_int gebildet. 
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Am ersten Eingang 56 der ersten Vergleichseinrichtung 54 
liegt 3/4 VDD an. Am zweiten Eingang 58 der ersten Vergleich- 
seinrichtung 54 liegt VDD/2 an. Ferner ist dieser Eingang mit 
dem ZuordnungsanschluS 3 0 verbunden. Am Ausgang 60 der ersten 
Vergleichseinrichtung 54 wird ein erstes internes Zuordnungs- 
signal Ml_int ausgegeben. 

Am ersten Eingang 64 der zweiten Vergleichseinrichtung 62 
liegt ebenfalls VDD/2 an und dieser Eingang ist ebenfalls mit 
dem ZuordnungsanschluS 3 0 verbunden. Am zweiten Eingang 66 
liegt VDD/4 an. Am Ausgang 68 der zweiten Vergleichseinrich- 
tung 62 wird ein zweites internes Zuordnungs signal M2_int 
ausgegeben . 

Wird an dem ZuordnungsanschluS 30 keine Spannung angelegt, 
liegt an den Eingangen 58 und 64 VDD/2 an und es wird als 
Ml_int eine "0" und M2_int eine "1" ausgegeben. Wenn M_ext 
gleich 0 ist, wird als Ml_int eine "0" und M2_int eine "0" 
ausgegeben. Wenn M_ext gleich VDD ist, wird als Ml_int eine 
"1" und M2_int eine "1" ausgegeben. Der Zusammenhang zwischen 
M_ext und Ml_int und M2_int ist in der nachf olgenden Tabelle 
2 dargestellt. 



M_ext 


Ml_int 


M2_int 




0 


1 


0 


0 


0 


VDD 


1 


1 



Tabelle 2 



Die nicht dargestellte Zuordnungseinrichtung 26 gemafi der 
zweiten Ausf iihrungsf orm umfafit eine Vielzahl der in Figur 9 
dargestellten Gatter 70. Das Gatter 70 umfaSt drei Eingange 
und einen Ausgang. Je nach dem, was fur Werte Ml_int und 
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M2_int annehmen wird eines der drei Eingangssignale gemaS der 
Tabelle von Figur 9 ausgegeben. Bei der Zuordnungseinrichtung 
26 gemaS der zweiten Ausf iihrungsf orm sind jeweils drei inter- 
ne Anschlusse 22 uber drei Gatter 70 mit drei externen An- 
schlussen 24 verbunden. 

Wie der Tabelle in Figur 9 zu entnehmen ist, wird, wenn 
Ml_int "0" und M2_int "1" ist, das an einem ersten Eingang 
anliegenden Signal "S", wenn Ml_int und M2__int "1" sind, das 
an einem zweiten Eingang anliegenden Signal "S_R" und wenn 
Ml_int und M2_int "0" sind, das an einem dritten Eingang an- 
liegenden Signal "S_Rr" ausgegeben. Das Signal "S" kann bei- 
spielsweise ein Signal der Belegung gemaS Figur 5A sein. Hin- 
gegen kann das Signal "S_R" ein Signal der Belegung gemaS Fi- 
gur 5B und das Signal "S_Rr" ein Signal der Belegung gemafi 
Figur 5C oder umgekehrt sein. 

Nachfolgend wird das Bestiicken einer Halbleitervorrichtung 10 
gemaS der zweiten Ausf iihrungsf orm beschrieben. 

Die erste Halbleiterspeichervorrichtung 14 wird wie in der 
ersten Ausf iihrungsf orm richtig orientiert an der ersten Seite 
der Leiterplatteneinrichtung 12 angeordnet . Hierbei wird vor- 
zugsweise der Zuordnungskontakt 44 der ersten Halbleiterspei- 
chervorrichtung 14 nicht mit der Leiterplatteneinrichtung 12 
kontaktiert und die erste Halbleiterspeichervorrichtung 14 
weist somit die Ausgangsbelegung auf . 

An der Leiterplatteneinrichtung 12 gemaS der zweiten Ausfiih- 
rungsform sind zumindest zwei Zuordnungsversorgungsanschlusse 
M3 und iyi4 an der zweiten Seite der Leiterplatteneinrichtung 
12 vorgesehen, liber welche jeweils verschiedene externe Zu- 
ordnungssignale libertragen werden konnen. Die zwei Zuord- 
nungsversorgungsanschliisse M3 und M4 sind hierbei vorzugswei- 
se punktsymmterisch zur Mitte der Belegung der Anschlusse der 
Leiterplatteneinrichtung 12 angeordnet. Die zweite Halblei- 
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terspeichervorrichtung 14 kann in einer beliebigen Orientie- 
rung angeordnet werden. Jb> nach dem, mit welchem Zuordnungs- 
versorgungsanschluS die zweite Halbleiterspeichervorrichtung 
14 kontaktiert wird, wird die passende Belegung der Kontakte 
20 der zweiten Halbleiterspeichervorrichtung 14 realisiert. 

Figur 10 zeigt eine schematische Darstellung einer Signaler- 
zeugungseinrichtung einer erf indungsgemaSen Halbleiterspei- 
chervorrichtung gemaS der dritten Ausf iihrungsf orm. 

Die Signalerzeugungseinrichtung 72 gemaS der dritten Ausfiih- 
rungsform der vorliegenden Erfindung umfafit fiinf Widerstande 
R, eine erste Vergleicheinrichtung 74, eine zweite Ver- 
gleicheinrichtung 82 und eine dritte Vergleicheinrichtung 90 
Die Vergleicheinrichtungen 74, 82 und 90 haben die selbe 
Funktionsweise wie die Vergleicheinrichtung 34 gemafi der er- 
sten Ausf iihrungsf orm. Die Vergleicheinrichtungen 74, 82 bzw. 
90 weisen jeweils einen ersten Eingang 76, 84 bzw. 92, einen 
zweiten Eingang 78, 86 bzw. 94 und einen Ausgang 80, 88 bzw. 
96 zum Ausgeben eines Signals Ml_int, M2_int bzw. M3_int, 
auf . Das interne Zuordnungs signal wird in dieser Ausfuhrungs 
form durch die drei Signale Ml_int, M2_int und M3_int gebil- 
det . 

Am ersten Eingang 76 der ersten Vergleichseinrichtung 74 
liegt VDD an. Ferner ist dieser Eingang mit dem Zuordnungsan 
schluS 3 0 verbunden. Am zweiten Eingang 78 der ersten Ver- 
gleichseinrichtung 74 liegt 1/4 VDD an. Am Ausgang 80 der er 
sten Vergleichseinrichtung 74 wird ein erstes internes Zuord 
nungssignal Ml_int ausgegeben. 

Am ersten Eingang 84 der zweiten Vergleichseinrichtung 82 
liegt ebenfalls VDD an und dieser Eingang ist ebenfalls mit 
dem ZuordnungsanschluS 30 verbunden- Am zweiten Eingang 86 
liegt VDD/2 an. Am Ausgang 88 der zweiten Vergleichseinrich- 
tung 82 wird ein zweites internes Zuordnungssignal M2_int 
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ausgegeben. 

Am ersten Eingang 92 der dritten Vergleichseinrichtung 90 
liegt ebenfalls VDD an und dieser Eingang ist ebenfalls mit 
dem ZuordnungsanschluS 3 0 verbunden. Am zweiten Eingang 94 
liegt 3/4 VDD an. Am Ausgang 96 der dritten Vergleichsein- 
richtung 90 wird ein dritte internes Zuordnungssignal M3_int 
ausgegeben . 

Wird an dem Zuordnungsanschlufi 3 0 keine Spannung angelegt, 
liegt an den Eingangen 76, 84 und 92 VDD an und es wird als 
Ml_int, M2_int und M3_int jeweils eine "0" ausgegeben. Wenn 
M_ext gleich 5/8 VDD ist, wird als Ml__int und M2_int eine "0" 
und M3_int eine "1" ausgegeben. Wenn M_ext gleich 3/8 VDD 
ist, wird als Ml_int eine "0" und M2_int und M3_int eine "1" 
ausgegeben. Ist M_ext gleich dem Ground- Signal (GND) , wird 
als Ml_int, M2_int und M3_int jeweils eine "1" ausgegeben. 
Der Zusammenhang zwischen M_ext und Ml_int, M2_int und M3_int 
ist in der nachf olgenden Tabelle 3 dargestellt. 



M_ext 


Ml_int 


M2_int 


M3_int 




0 


0 


0 


5/8 VDD 


0 


0 


1 


3/8 VDD 


0 


1 


1 


GND 


1 


1 


1 



Tabelle 3 



Die nicht dargestellte Zuordnungseinrichtung 2 6 gemafi der 
dritten Ausf lihrungsf orm umfaSt eine Vielzahl der in Figur 12 
dargestellten Gatter 98. Das Gatter 98 umfafit vier Eingange 
und einen Ausgang. Je nach dem, was fur Werte Ml_int, M2_int 
und M3_int annehmen, wird eines der drei Eingangssignale ge- 
malS der Tabelle von Figur 12 ausgegeben. Bei der Zuordnungs- 
einrichtung 26 gemaJS der dritten Ausf lihrungsf orm sind jeweils 
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vier interne Anschliisse 22 uber drei Gatter 98 mit vier ex- 
ternen Anschliissen 24 verbunden. 

Wie der Tabelle in Figur 12 zu entnehmen ist, wird, wenn 
Ml_int, iyi2_int und M3_int "0" sind, das an einem ersten Ein- 
gang anliegenden Signal "S", wenn Ml_int und M2__int "0" sind 
und M3_int "1" ist, das an einem zweiten Eingang anliegenden 
Signal "S_R", wenn Ml_int "0" ist und M2_int und M3_int "1" 
sind, das an einem dritten Eingang anliegenden Signal "S_Rr" 
und wenn Ml_int, M2_int und M3_int "1" sind, das an einem 
vierten Eingang anliegenden Signal "S_Q" ausgegeben. 

Das Signal "S" kann beispielsweise ein Signal der Belegung 
gemafi Figur 5A und das Signal "S_Q" ein Signal der Belegung 
gemafi Figur 5D Oder umgekehrt sein. Hingegen kann das Signal 
"S_R" ein Signal der Belegung gemafi Figur 5B und das Signal 
"S_Rr" ein Signal der Belegung gemaS Figur 5C oder umgekehrt 
sein. 

Nachfolgend wird das Bestiicken einer Halbleiter^orrichtung 10 
gemaS der dritten Ausf iihrungsf orm beschrieben. 

An der Leiterplatteneinrichtung 12 gemaS der dritten Ausfiih- 
rungsform sind an der ersten Seite der Leiterplatteneinrich- 
tung 12 zumindest zwei Zuordnungsversorgungsanschliisse Ml und 
M2 und an der zweiten Seite der Leiterplatteneinrichtung 12 
zumindest zwei Zuordnungsversorgungsanschliisse M3 und M4 vor- 
gesehen, liber welche jeweils verschiedene externe Zuordnungs- 
signale ubertragen werden konnen. Die zwei Zuordnungsversor- 
gungsanschliisse Ml und M2 sind hierbei vorzugsweise punkt- 
symmterisch zur Mitte der Belegung der Anschliisse der Leiter- 
platteneinrichtung 12 angeordnet . Ferner sind die Zuordnungs- 
versorgungsanschliisse M3 und M4 ebenfalls vorzugsweise punkt- 
symmterisch zur Mitte der Belegung der Anschliisse der Leiter- 
platteneinrichtung 12 angeordnet. 
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Die erste Halbleiterspeichervorrichtung 14 wird beliebig ori 
entiert an der Leiterplatteneirichtung 12 angeordnet . Der Zu 
rodnungskontakt 3 0 der ersten Halbleiterspeicher*vorrichtung 
14 mit einem der beiden Zuordnungsversorgungsanschliisse Ml 
Oder M2 kontaktiert. Je nach dem, mit welchem Zuordnungsver- 
sorgungsanschluS Ml oder M2 die erste Halbleiterspeichervor- 
richtung 14 kontaktiert wird, wird die passende Belegung der 
Kontakte 2 0 der zweiten Halbleiterspeichervorrichtung 14 rea 
lisiert, d.h. entweder eine Belegung gemaS Figur 5A oder 5D. 

Die zweite Halbleiterspeichervorrichtung 14 wird wie in der 
zweiten Ausf iihrungsf orm vorgesehen angeordnet . 
In den vorstehend beschriebenen Ausf iihrungsf ormen wurde zu 
Beispielszwecken eine stark vereinfachte Halbleitervorrich- 
tung beschrieben. In der Regel wird eine Halbleiterspeicher- 
vorrichtung 14 eine groSere Anzahl von Kontakten 2 0 aufwei- 
sen. Ferner konnen an einer Leiterplatteneinrichtung 12 meh- 
rere Paare von Halbleiterspeichervorrichtungen 14 erfindungs 
gemaS angeordnet werden. 



Bezugszeichenliste 



Halbleitervorrichtung 

Leiterplatteneinrichtung 

Halbleiterspeichervorrichtung 

Anschlufivorrichtung 

integrierter Halbleiterspeicher 

Kontakte 

interne Anschliisse 

aufiere Anschliisse 

Zuordnungseinrichtung 

Bond-Draht 

Zuordnungsanschlufi 

Signaler zeugungseinrichtung 

Vergleichseinrichtung 

erster Eingang 

zweiter Eingang 

Ausgang 

Gatter 

Zuordnungskontakt 

Signaler zeugungseinrichtung 

erste Vergleichseinrichtung 

erster Eingang 

zweiter Eingang 

Ausgang 

zweite Vergleichseinrichtung 

erster Eingang 

zweiter Eingang 

Ausgang 

Gatter 

Signaler zeugungseinrichtung 
erste Vergleichseinrichtung 
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76 erster Eingang 

7 8 zweiter Eingang 
80 Ausgang 

82 zweite Vergleichseinrichtung 

84 erster Eingang 

8 6 zweiter Eingang 
8 8 Ausgang 

90 dritte Vergleichseinrichtung 

92 erster Eingang 

94 zweiter Eingang 

96 Ausgang 

98 Gatter 

A-H, X Anschlusse 

M1-M4 Zuordnungsversorgungsanschliisse 

R Widerstand 

M_ext externes Zuordnungssignal 

M_int internes Zuordnungssignal 

Ml_int erstes internes Zuordnungssignal 

M2_int zweites internes Zuordnungssignal 

M3_int drittes internes Zuordnungssignal 

I erste Gruppe von internen Anschliissen 

II zweite Gruppe von internen Anschliissen 
Kl erste Kontaktgruppe 

K2 zweite Kontaktgruppe 
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Anspriiche 

1. Halbleiterspeichervorrichtung (14), umfassend einen in- 
tegrierten Halbleiterspeicher (18) und eine AnschluSvorrich- 
tung (16) , wobei 

die AnschluSvorrichtung (16) umf afit : 

ein Vielzahl von matrixartig angeordneten Kontakten 
(20) , mittels welchen die Halbleiterspeichervorrichtung (14) 
mit einer Leiterplatteneinrichtung (12) signalverbindbar ist, 
wobei die Vielzahl von Kontakten (2 0) eine erste Kontaktgrup- 
pe (Kl) , deren Belegung nicht veranderbar ist, eine zweite 
Kontaktgruppe (K2) , deren Belegung veranderbar ist, und einen 
Zuordnungskontakt zum Empfangen eines externen Zuordnungs- 
signals, umfaSt; und 

der integrierte Halbleiterspeicher (18) umf aSt : 

eine Vielzahl von internen Anschliissen (22) , wobei die * 
Vielzahl von internen Anschliissen (22) eine erste Gruppe (I) 
von internen Anschliissen (22) , deren Anschliisse Kontakten 
(2 0) der ersten Kontaktgruppe (Kl) der AnschluSvorrichtung 
(16) zugeordnet ^und mit diesen signal verbunden sind, und eine 
zweite Gruppe (II) von internen Anschliissen (22) , deren An- 
schliisse mit verschiedenen Kontakten (20) der zweiten Kon- 
taktgruppe (K2) der AnschluSvorrichtung (16) signalverbindbar 
sind, umf aiSt , 

einen ZuordnungsanschluS (30) , welcher mit dem Zuord- 
nungskontakt (44) der AnschluSvorrichtung (16) in Signalver- 
bindung steht ; 

eine Signalerzeugungseinrichtung (32; 52) , welche mit 
dem ZuordnungsanschluS (30) in Signalverbindung steht, und 
ausgelegt ist zum Erzeugen eines internen Zuordnungs signals 
(M_int; Ml_int, M2_int) , welches zumindest zwei verschiedene 
Zustande annehmen kann, abhangig von dem liber den Zuordnungs- 
kontakt (44) empfangenen externen Zuordnungs s ignal , 

eine Zuordnungseinrichtung (30) , welche zwischen der 
zweiten Gruppe (II) der internen Anschliisse (22) und der 
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zweiten Kontaktgruppe (K2) der Anschlufivorrichtung (16) ange- 
ordnet ist und mit diesen und der Signalerzeugungseinrichtung 
(32; 52) in Signalverbindung steht, wobei die Zuordnungsein- 
richtung (3 0) ausgelegt ist zum Durchfuhren einer Zuordnung 
zwischen den internen Anschliissen (22) der zweiten Gruppe 
(II) und den Kontakten (20) der zweiten Kontaktgruppe (K2) 
der AnschluSvorrichtung (16) durch Herstellen elektrischer 
Signalverbindungen zwischen diesen in Abhangigkeit des von 
der Signalerzeugungseinrichtung (32; 52) erzeugten internen 
Zuordnungs signals (M_int; Ml_int, M2_int) . 

2. Halbleiterspeichervorrichtung (14) gemafi Anspruch 1, wo- 
bei 

der integrierte Halbleiterspeicher (18) ferner eine 
Vielzahl von auSeren Anschliissen (24) umfaSt, welche mit den 
Kontakten (2 0) der AnschluSvorrichtung (16) unveranderbar si- 
gna 1 ve r bunde n si nd , 

die internen Anschlusse (2 2) der ersten Gruppe von in- - 
ternen Anschliissen mit den jeweiligen auSeren Anschliissen 
(24) signal verbunden sind, und 

die internen Anschliisse (22) der zweiten Gruppe von in- 
ternen Anschliissen iiber die Zuordnungseinrichtung (30) mit 
den jeweiligen aufieren Anschliissen (24) signalverbindbar 
sind. 

3. Halbleiterspeichervorrichtung (14) gemaS Anspruch 2, wo- 
bei die Vielzahl von auSeren Anschliissen (24) in zumindest 
einer Reihe, vorzugsweise im wesentlichen mittig, auf dem in- 
tegrierten Halbleiterspeicher (18) angeordnet ist. 

4. Halbleiterspeichervorrichtung (14) gemaS einem der vor- 
angehenden Anspriiche, wobei die zweite Gruppe (II) von inter- 
nen Anschliissen (22) Anschliisse umfaSt, auf die schnell zuge- 
griffen werden soil, vorzugsweise Adressierungsanschliisse 
und/oder Kommandoanschliisse . 
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5. Halbleiterspeichervorrichtung (14) gemaS einem der vor- 
angehenden Anspruche, wobei die Signalerzeugungseinrichtung 
(32; 52) ausgelegt ist, ein internes Zuordnungs signal (M_int) 
mit zwei verschiedenen Zustanden zu erzeugen, wobei 

wenn das interne Zuordnungs signal (M_int) den ersten Zu- 
stand annimmt, die Belegung der Kontakte (20) der zweiten 
Kontaktgruppe (K2) der AnschluSvorrichtung (16) eine vorbe- 
stimmbare erste Belegung annimmt, und 

wenn das interne Zuordnungssignal (M_int) den zweiten 
Zustand annimmt, die Belegung der Kontakte (20) der zweiten 
Kontaktgruppe (K2) der AnschluSvorrichtung (16) im wesentli- 
chen der entlang der Langsmittelachse oder Quermittelachse 
der Halbleiterspeichervorrichtung (14) gespiegelten ersten 
Belegung entspricht . 

6. Halbleiterspeichervorrichtung (14) gemaS Anspruch 5, wo- 
bei die Signalerzeugungseinrichtung (32; 52) ausgelegt ist, 
ein internes Zuordnungssignal (Ml_int, M2_int) mit drei ver-- 
schiedenen Zustanden zu erzeugen und wenn das interne Zuord- 
nungssignal (Ml_int, M2_int) den dritten Zustand annimmt, die 
Belegung der Kontakte (20) der zweiten Kontaktgruppe (K2) der 
AnschluSvorrichtung (16) im wesentlichen der entlang der an- 
deren Mittelachse der Halbleiterspeichervorrichtung (14) als 
im zweiten Zustand gespiegelten ersten Belegung entspricht. 

7. Halbleiterspeichervorrichtung (14) gemafi Anspruch 6, wo- 
bei die Signalerzeugungseinrichtung (32; 52) ausgelegt ist, 
ein internes Zuordnungssignal (Ml_int, M2_int, M3_int) mit 
vier verschiedenen Zustanden zu erzeugen und wenn das interne 
Zuordnungssignal (Ml_int, M2_int, M3_int) den vierten Zustand 
annimmt, die Belegung der Kontakte (20) der zweiten Kontakt- 
gruppe (K2) der AnschluSvorrichtung (16) im wesentlichen der 
entlang der Langsmittelachse und Quermittelachse der Halblei- 
terspeichervorrichtung (14) gespiegelten ersten Belegung ent- 
spricht . 
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8. Halbleiterspeichervorrichtung (14) gemaS einem der vor- 
angehenden Anspruche, wobei die Kontakte (20) der AnschluS- 
vorrichtung (16) als ein Ball Grid Array ausgebildet sind. 

9. Halbleiterspeichervorrichtung (14) gemaS einem der vor- 
angehenden Anspruche, wobei die Zuordnungseinrichtung (30) 
Logikgatter (42; 70) umf aSt . 

10. Halbleiterspeicheirvorrichtung (14) gemaS einem der vor- 
angehenden Anspriiche, wobei die Kontakte (2 0) der zweiten 
Kontaktgruppe (K2) im wesentlichen symmetrisch zu Langmittel 
sachse (A-A) und/oder Quermittelachse (B-B) der Halbleiter- 
speichervorrichtung (14) angeordnet sind. 

11. Halbleiterspeichervorrichtung (14) gemaS einem der vor- 
angehenden Anspriiche, wobei die zwischen den internen An- 
schliissen (22) des integrierten Halbleiterspeichers (18) und 
den Kontakten (2 0) der AnschluSvorrichtung (16) zu libertra- 
genden Signale durch die Ubertragung im wesentlichen nicht 
verandert werden . 

12. Halbleitervorrichtung, umfassend zumindest zwei Halblei 
terspeichervorrichtungen (14) gemaS einem der vorangehenden 
Anspriiche und eine Leiterplatteneinrichtung (12) , wobei 

die zwei Halbleiterspeichervorrichtungen (14) auf entge 
gengesetzten Seiten der Leiterplatteneinrichtung (12) einan- 
der im wesentlichen gegenuberl legend angeordnet sind, und 

die Leiterplatteneinrichtung (12) zumindest einen Zuord 
nungsversorgungsanschluS (Ml - M4) , welcher mit dem Zuord- 
nungskontakt (44) einer Halbleiterspeichervorrichtung (14) 
signal verbindbar ist, umf alSt . 

13. Halbleitervorrichtung gemaS Anspruch 12, wobei beim Be- 
trieb der Halbleiteirvorrichtung 

der Zuordnungskontakt (44) der ersten Halbleiterspei- 
chervorrichtung (14) nicht mit der Leiterplatteneinrichtung 
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(12) in Signalverbindung steht und das interne Zuordnungs- 
signal (M_int; Ml_int, M2_int) der ersten Halbleiterspeicher- 
vorrichtung (14) den ersten Zustand annimmt, und 

der Zuordnungskontakt (44) der zweiten Halbleiterspei- 
chervorrichtung (14) mit einem vorbestimmten Zuordnungsver- 
sorgungsanschluS (Ml - M4) der Leiterplatteneinrichtung (12) 
in Signalverbindung steht und das interne Zuordnungs signal 

(M_int; iyil_int, M2_int) der zweiten Halbleiterspeichervor- 
richtung (14) den zweiten Zustand annimmt . 

14. Halbleitervorrichtung gemaS Anspruch 13, wobei die Lei- 
terplatteneinrichtung (12) zumindest zwei Zuordnungsversor- 
gungsanschlusse (Ml - M4) , welche mit dem Zuordnungskontakt 
einer Halbleiterspeichervorrichtung (14) signalverbindbar 
sind, umfaSt und abhangig davon, mit welchem Zuordnungsver- 
sorgungsanschluS (Ml - M4) der Leiterplatteneinrichtung (12) 
der Zuordnungskontakt (44) der zweiten Halbleiterspeichervor- 
richtung (14) in Signalverbindung steht, das interne Zuord- - 
nungssignal (M_int; Ml_int, M2_int) der zweiten Halbleiter- 
speichervorrichtung (14) den zweiten oder dritten Zustand an- 
nimmt - 

15. Halbleitervorrichtung gemaS Anspruch 12, wobei 

die Leiterplatteneinrichtung (12) zumindest vier Zuord- 
nungsversorgungsanschlusse (Ml - M4) umfaSt; 

der Zuordnungskontakt (44) der ersten und zweiten Halb- 
leiterspeichervorrichtung (14) mit jeweils einem vorbestimm- 
ten ZuordnungsversorgungsanschluS (Ml - M4) der Leiterplat- 
teneinrichtung (12) in Signalverbindung steht; und 
- abhangig davon, mit welchem ZuordnungsversorgungsanschluS 
(Ml - M4) der Leiterplatteneinrichtung (12) der Zuordnungs- 
kontakt der zweiten Halbleiterspeichervorrichtung (14) in Si- 
gnalverbindung steht, das interne Zuordnungssignal (M_int; 
Ml__int, M2_int) der zweiten Halbleiterspeichervorrichtung 
(14) den zweiten oder dritten Zustand annimmt und das interne 
Zuordnungssignal (M_int; Ml_int, M2_int) der ersten Halblei- 
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terspeichervorrichtung (14) den ersten oder vierten Zustand 
annimmt . 
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Zusaxnmenfassung 

Die Erfindung betrifft eine Halbleiterspeichervorrichtung, 
bei welcher die Belegung der Anschlufikontakte veranderbar 
ist. Des weiteren betrifft die Erfindung eine Halbleitervor 
richtung, welche. zumindest zwei erf indungsgemaSe Halbleiter 
speichervorrichtungen umf aSt . 
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